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M. PAWŁOWSKA, W. WIERZCHOWSKI, I, DiJiBROWSKA, A. MATERNA: Defekty Strukturalne 
w monokryształach GaAs o niskiej gęstości dyslokacji 

o o 
Badano doskonałość struktury niskodyslokacyjnych /2-s-30xl0 cm" / monokryszta-
łów GaAs. Zastosowano metody: rentgenowskiej topografii, katodolumlnescencji 
1 chemicznego trawienia. Standardowa metoda oceny struktury po trawieniu n roz-
topionym KOH pozwala na ujawnienie tylko dyslokacji, nie ujawnia mlkrowydzieleń. 
Mlkrowydzlelenia mogę być ujawnione selektywnym trawieniem chemicznym w roztwo-
rze AB. 

M. PAWŁOWSKA, I, DigiBROWSKA, W. ORŁOWSKI: Badania doskonałości strukturalnej 
monokryształów SI GaAs 

Badano doskonałość struktury monokryształów półlzolacyjnego GaAs, nledomlesz-
kowanych oraz domieszkowanych In, Cr lub V. Wykorzystano metodę katodolumlnes-
cencji i obserwacji mikroskopowych po selektywnym trawieniu chemicznym w rozt-
worze AB. W monokryształach niedomleszkowanych oraz domieszkowanych Cr lub V 
obserwowano "komórkowy" układ defektów, W monokryształach domieszkowanych In 
defekty były zgrupowane w pasma poślizgu. 

W. WIERZCHOWSKI, K. MAZUR: RentgenografIczne badania półizolacyjnych monokrysz-
tałów GaAs 

Za pomocę metod topografii rentgenowskiej badano półlzolacyjne monokryształy 
GaAs zarówno słabo domieszkowane Jak 1 silnie domieszkowane indem. Uzyskano 
szereg charakterystycznych przykładów struktury defektowej, a szczególnie 
struktury komórkowej. Badano również występujęcę w kryształach makrodeformację 
sieci. 

R. OABŁOŃSKI, M. PALCZEWSKA, W. ORŁOWSKI, A. HRUBAN, K. NOWYSZ: Badanie metodf 
ESR półizolacyjnych kryształów GaAs i InP naświetlanych elektronami 

Badano metodę ESR i foto-ESR defekty powstajęce w półlzolacyjnym arsenku galu 
i fosforku indu pod wpływem naświetlania elektronami o energii 6 MeV. Dawka 
naświetlania wynosiła 10l8 e cm-2. w kryształach InP: Fe obserwowano kompleks 
Fe-RO o symetrii trygonalnej. Po naświetlaniu światłem ^ > 1,3 ;jm obserwowano 
nowe linie o symetrii rombowej. Wyznaczono stałe obserwowanego widma. 

R.S. WADAS: Wyjaśnienie całkowitego i ułamkowego zjawiska Halla 

Opisano klasyczny 1 kwantowy efekt Halla. W efekcie Halls pole magnetyczne Hj 
indukuje dwie składowe pola elektrycznego E^ 1 Ey. Wyjaśniono dodatni i ujem-
ny współczynnik Halle różnych pierwiastków oraz całkowity i ułamkowy efekt 
Halla. 
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M, PAWŁOWSKA, W, WIERZCHOWSKI I. D^iBROWSKA, A. MATERNA: Structural defects 
In low-dlslocatlon GaAs single crystals 

2 - 2 
Structure perfection of low-dislocation GaAs /2-»30xl0 cm / single crystals 
has been Investigated. X-ray diffraction topography, cathodoluninescence 
ioages and chemical etching techniques have been used. The standard method 
of crystal perfection evaluations by KOH etching reveals only dislocations, 
but don't give full Information about the other Imperfections e.g. inicropreci-
pltates. This Information can be given by subtle selective chemical etching. 

M. PAWŁOWSKA, I. OiJ^BROWSKA ̂  W. ORŁOWSKI: The Investigation of SI GaAs single 
crystals perfection 
The structure perfection of SI GaAs single crystals undoped and/or In, Cr, V 
doped has been investigated. The cathodolumlnescence images, optical micro-
scope observation after selective chemical etching in AB solution have been 
used. The,cellural structure" of defects was observed In undoped and Cr or V 
doped crystals. In Indium doped GaAs crystals slip dislocation bands structure 
has been observed. 

W. WIERZCHOWSKI, K. MAZUR: X-ray investigation of seml-lnsulatIng GsAs single 
crystals 
The slightly doped and heavily In-doped Si GaAs crystals are studied by means 
of X-ray diffraction topography. Some characteristic examples of the defect 
structure, and particularly cellular structure are considered. The macro-
scopical deformation of the lattice Is also studied. 

R. 3ABŁ0ŃSKI, M. PALCZEWSKA, W. ORŁOWSKI, A. HRUBAN, K. NOWYSZ; ESR study 
of paramagnetic defects in electron-irradiated InP and GaAs crystals 

The ESR experiment In electron-irradiated InP:Fe at 4.2 K revealed intense 
lines with strong trigonalsymmetry attributed to the defect complex involving 
Fe-lon and radiation defect. The decrease after sample illumination with 
infrared monochromatic light. Simultaneously, there appear new resonance lines 
with strong angular dependence.They cen be described by spin Hamiltonian with 
rhombic symmetry. 

R.S. WAOAS: Explanation of integer and of fractional Hall effect 

Classical and quantum Hall effect has been described. Two electric field 
components E^ and Ey are induced by magnetic field H, In the Hall effect. 
Negative and positive Hall coefficient. Integer and fractional effect has been 
explained. 
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M. nABJIOBCKA, B. BEHXOBCKH, H. flOMBPOBCKA, A. MAT3PHA: CipyKTypHhie Ae^eKiu 
B HH3K0flHCJI0KaUH0HHliX MOHOKpHOTaMaX GbAs 2 _p 
HccJieflOBaHO cxpyKiypHoe ooBepneHCTBo HHSKOAHCJioKaAHOHHHx (2*30x10 CM" ) MOHO-
KpHCiajiJioB GaAs. Hcn0;ib30BaH0 MeTOflH: peHireHOBOKoii Tonorpa(J)HH, KaioflOJiioMHHec-
ueHUHH H XHMH'iecKoro TpaBJieHMfl. CTaHflapTHH0 Meio^ oiieHKH CTpyKTypHoro coBepmeH*» 
CTBa nocje ipaBJieniia B paonaaBJieHHOM KDH BwaBJiaei tojibko AHCJioKauHH, HO ne buh-
BJISeT MHKpOfle(}ieKTOB. MHKpOflecfeKTN MOKHO BKHBHIt nOCjre OeJieKTHBHOrO XHMHUeCKOrO 
ipaBJieHHa B owecH AB. 

M. nABJIOBCKA, H. JIOMBPOBCKA, B. OPJIOBCKH: HccaeflOBSHHe CTpyKiypHoro coBepmeHCiBa 
MOHOKpHCiajijioB noJiyHsoJiHpyBmero GaAs 

.HccaeflOBano coBepmeHOTBO CTpyKTypH iiOHOKpHCTaaaoB n0JiyH3 0JiHpy»mer0 GaAs He;ierHpo-
BaHHoro H jierHpoBaHHoro In, Cr jihCO V. Hcnoai>30BaH0 KaTOflOJiioMHHecaeHHHD 
H HaCjWfleHHe nKKpocKonniecKHX H306pa*eHH« nocjie ceaeKiHBHoro XHUHfecKoro ipaBae-
HHH B CMeCH AB. Pacnoao*eHHe ^jeifeKTOB 6hjio "eellure 1 structure" b HeaerHpoBaHHOM 
GaAs a Taioce aerHposaHHoii Cr hxh V. B GaAs jierHposaHHOM In «eifeKTH Churn crpyn- . 
nnpoBaHH h pacnoao*eHM b HanpaBaeHHHX njiocKOOTeft CKoabxeniw. 

B. BESXOBCKH, K. MASYP: PenireHOBCKHe HccaeflOBaHM nojiynpoBo^iHHKOBHx iioHOKpHCia-
JIJIOB apceHHfla rajuw 

CH^ŁHO aerHpoBaHHŁie H CHJILHO jierHpoBaHHue HH^OM MOHOKpHCTajiJihi nojiyHsoaaiiHOHHoro 
apceHHfla rajiHH 6hjih HccjieflOBaHhi npH noMomn MeioflOB peHTreHOBCKOfl TonorpaifHH. 
PaccMOipeHO pa;; xapaKiepHOTHMeoKHX npHnepoB ;te$eKTHOtt cxpyKTypn. Bujia Toae Hccae-
flOBana MaKpocKonHiecKan fleifiopuauHH KpHCTajiJiHiecKofi pemeiKH. 

P. HBJIOHCKH, M. nAJlbHEBCKA, B. OPJIOBCKH, A. XPyEAH, K. HÓBbDli: Hccae^oBaHHe Meio-
flOM ESR nojiyH30JiHpyiofflHX KpHCiaMOB GaAs H InPofiJiyieHHHx o^ieKTponaMH 

HccaesoBano weTOflon ESR h $OTO-ESR ;ie$eKTa noHBJiaioinHecH B CflAs H InP noc;ie o6ay-
leHHa sjieKipoHaMH c SHeprHett 6 MeV, ;io3a oCjiyMeHHa Chijia 10^ e cm"'^. B Kpnciajiaax 
InP:Fe Hafijiioflaacfl KomnaeKC Fe-RD c ipHroHaJibHoa CMMMeipHetł. DocJie oCayMeHHH 
CBeTOMA= l , 3 p M Ha6flK)flavicfl HOBM» HHK C poMeoBofi CHMMeipHefi. OnpeAeJteHO nociOHH-
Hbie HOBoro nHKa, 

P.C. B A M C : OeiacHeHHe HopiiaabHoro h ApoCHoro OifieKioB Xojijia 

OnHcaHO KJiacCMMecKHfl h KBaHiCBŁift 3(i)(J)eKTH XojiJia. B aiJî eKTe Xojiaa MarHHiHoe nojie Hj 
HHflyuHpyei flsa KOMnoHSHTa ajieKipHMecKoro n r j a Ex M Ey. OCtHCHeHO n0Ji0)icHTeJibHnfi 
H OTpHuaTeJibHufi K03(ix{»iu,iieHTU XoJina pa3Hux 3aeMeHT0B, HopuaJibHfaiił a Apofinuii 3(])$eKTbi 
XojiJia. 
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00 REDAKCOI 

Zwięzkl półprzewodnikowe, a szczególnie zwięzkl grupy Aj^j By znajduję coraz 
szersze zastosowanie w masowej produkcji przyrządów półprzewodnikowych. Trady-
cyjnymi już przyrzędami sę diody elektroluminescencyjne i wskaźniki cyfrowe. 
Intensywny rozwój nowych zastosowarS tych materiałów jest zwięzany ze specyficz-
nymi własnościami fizycznymi, umożliwiającymi ich zastosowanie na elementy sys-
temów łączności światłowodowej /lasery, detektory na zakres 0,8 pm oraz 1,3 pm/ 
a także elementy techniki mikrofalowej w układach o bardzo szybkim działaniu, 
jak: diody Gunn'a, diody Schottky'ego, tranzystory polowe, układy scalone /sys-
temy łączności satelitarnej, bardzo szybkie komputery itp./. Rozwój produkcji 
tych przyrządów stał się możliwy dzięki postępowi w dziedzinie technologii 
zwięzków Ajjj By. Opracowanie nowych metod syntezy i monokrystallzacji oraz 
epitaksji pozwala obecnie uzyskiwać monokryształy arsenku galu /GaAs/ i fosfor-
ku indu /InP/ o wysokiej ruchliwości nośników, małym stopniu skompensowania 

1 wysokiej perfekcji strukturalnej. Wytwarzanie związków wieloskładnikowych 
pozwala na stymulowanie w szerokim zakresie własności tych materiałów. Szcze-
gólnie intensywny rozwój zastosowań więżę się z postępem w technologii mono-
krystalizacji GaAs. Uzyskanie monokryształów GaAs o własnościach półizolacyj-
nych -cm/ o średnicy 51+75 mm, dużej jednorodności, termostabilnoścl 
a także o małej gęstości dyslokacji pozwoliło wytworzyć przy stosowaniu techni-
ki implantacjl lub epitaksji bardzo szybkie układy scalone. 

Postęp w dziedzinie technologii zwięzków A^jj By stał się możliwy dzięki 
intensywnym badaniom ich własności fizycznych. Kompleksowe badania struktury 
przy zastosowaniu metod rentgenowskich, mikroskopii elektronowej i metalogra-
ficznych w połęczeniu z badaniami własności elektrycznych 1 optycznych oraz 
interpretacja obserwowanych zjawisk dostarczyły technologom informacji pozwa-
lających na ulepszanie metod syntezy, monokrystalizacji, obróbki mechanicznej 
płytek 1 epitaksji. 

W Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych sę prowadzone prace, 
zakrojone na szerokę skalę, nad technologię wytwarzania materiałów półprzewod-
nikowych grupy Ajjj By. Postęp tych prac jest zwięzany ściśle z rozwojem metod 
badań tych materiałów. 

Ooceniajęc ważność problematyki rozwoju metod oceny własności materiałów 
Ajjj By poświęcamy niniejszy numer Materiałów Elektronicznych tym zagadnieniom. 
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INFORMACJA DLA AUTORÓW 

Redakcja Materiałów Elektronicznych uprzejmie prosi Autorów o przestrzeganie podanych niże] 
wskazówek: 

1. Objętości artykułów nie powinny przekraczać 15 stron maszynopisu łącznie z rysunkami 
i tabelami. 

2. Artykuły powinny być napisane na pojedyńczycłi arkuszach formatu A4, jednostronnie z interli-
nią (co drugi wiersz), z marginesem 3,5 cm z lewej strony. Na arkuszu nie powinno być więcej niż 
31 wierszy po 65 znaków. Wszystkie strony powinny być numerowane. 

3. Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być umieszczone rysunki 
i tabele. 

4. Wszystkie tabele i zestawienia (unikać zbyt dużych) należy wykonywać osobno, nie w maszyno-
pisie całego artykułu, w 2 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerować kolejno. 
U góry każdej tabeli podać tytuł objaśniający. 

5. Artykuły należy nadsyłać w 2 egzemplarzach; powinny być dołączone krótkie streszczenia 
w języku polskim, rosyjskim i angielskim, również w 2 egzemplarzach, także przetłumaczony 
tytuł artykułu. 

6. Wzory należy numerować kolejno cyframi arabskimi w nawiasach okrągłych. 
7. Rysunki powinny być nadsyłane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz załączone 

oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunków zawierające teksty napisów pod rysunkami 
należy sporządzać oddzielnie (niezależnie od tekstu artykułów) w 2 egzemplarzach. Rysunki 
należy wykonywać na przezroczystej kalce, tuszem. 

8. Fotografie powinny być wykonane na białym błyszczącym papierze fotograficznym. Numery 
fotografii i powiększenie należy podawać na odwrocie — ołówkiem. Numeracją należy objąć 
rysunki i fotografie łącznie. W przypadku gdy istotne jest rozmieszczenie fotografii, zamiesz-
czenie dodatkowych wskaźników lub skali — prosimy o sporządzenie makiety (niezależnie od 
fotografii do reprodukcji). 

9. Po zakończeniu należy podać wykaz literatury, wymieniając kolejno nazwisko autora i pierwsze 
litery imion, pełny tytuł dzieła, tytuł czasopisama, numer tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok, 
ewentualny numer strony. Pozycje wykazu literatury powinny być ponumerowane, w tekście 
powołania na numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [1]. 

10. Słownictwo techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wielkości we wzorach 
muszą być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie Normy I Międzynarodowy Układ Miar 
(SI). 

11. Maszynopis powinien być bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora. 
Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczeń należy podawać ołówkiem w lewym 
marginesie. 

12. Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbędnych 
skrótów, korekty stylistycznej itp. 

13. Fakt nadesłania pracy do wydrukowania w ,,Materiałach Elektronicznych" uważany jest za 
równoznaczny z oświadczeniem Autora, że praca nie była drukowana ani wysłana do druku 
w żadnym innym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. 

14. Maszynopis artykułu należy zaopatrzyć pełnym imieniem i nazwiskiem Autora oraz nazwą 
I adresem instytucji. W oddzielnej notatce prosimy o podawanie tytułu naukowego lub 
zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem przesłania honorarium). W przypadku 
artykułu opracowanego przez zespół Autorów prosimy o podanie procentowego udziału 
autorskiego. Bez tych danych honorarium będzie dzielone na równe części. 
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C E N T R U M N A U K O W O - P R O D U K C Y J N E 
M A T E R I A Ł Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H 
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